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TEMA II. LA UNION &quot;PN&quot;.-

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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1 8. Aislantes, semiconductores y conductores.-

1.9. Conduccién intrinseca.-

1. 10. Conduccién extrinseca.

1.10. 1. Semiconductor extrinseco clase &quot;N&quot;.-

1.10.2.Semiconductor extrinseco clase &quot;P&quot;.-

1.11. El proceso de conduccién en los semiconductores.-

1.11.1. El semiconductores equilibrio.-

1.11.2. El semiconductores conduccion.-

1.12.

Recombinacion y regeneracion de portadores.-

2.1. La unién &gquot;PN&quot;.-
2.2. Tipos de union PN.-

2.3. La unién PN polarizada.-

2.3.1. Polarizacién directa.-

2.3.2.Polarizacién inversa.-

2.4. El diodo semiconductor.-

2.5. Efecto de la temperatura.-
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2.8. Capacidad de difusion.-
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2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Dispositivo no lineal.-

Resistencia interna.-

Méxima corriente continua de polarizacion directa.-
Resistencia limitadora de corriente.-

Disipacion maxima de potencia.-

Aproximaciones par resolucion de problemas de diodos.-
Comprobacion del diodo.-

Célculo de la resistencia interna.-

Resistencia de continua de un diodo.-

2.18.1. Resistencia con polarizacion directa.-

2.18.2. Resistencia con polarizacion inversa.-

2.19.

Recta de carga.-
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CIRCUITOS CON DIODOS. 3.1. Consideraciones previas.-

3.1.1. Valores eficaces y medios de las sefales.-
3.1.2. El transformador.-

3.2. Elrectificador de media onda.-

3.3. El rectificador de onda completa.-

3.3.1. Elvalor de continua o valor medio.-
3.3.2. Frecuencia de salida.-

3.3.3. Aproximaciones.-

3.4. El puente rectificador.-

3.4.1. Aproximaciones.-

3.5.- Filtros.-

3.5.1. Filtro con condensador ala entrada.-
3.5.2. Tiempo de conduccion del diodo.-
3.5.3. Rizado.-

3.5.4. Aproximaciones en la tensién continua.-
3.5.5. Magnitudes importantes en los rectificadores.-
3.6. Filtro en &amp;#61552;. ?

3.6.1. Filtroen RC. ?

3.6.2. Filtroen LC.-

3.7. Multiplicadores de tension.-

3.7.1. Doblador de tensioén de media onda.-
3.7.2. Doblador de tensién de onda completa.-
3.7.3. Triplicador de tension.-

3.7.4. Cudruplicador de tension.-

3.8. El limitador.-

3.8.1. Ellimitador polarizado.-

3.8.2.1. Circuitos practicos.-
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3.9.1. El cambiador de nivel positivo.-

3.9.2. El cambiador de nivel negativo.-

3.10. El detector pico a pico.-

3/16




——a—= UNIVERSIDADE DA CORUNA

TEMA IV. DIODOS ESPECIALES, 4. 1. Diodo zener.-

4.1.2. Caracteristicas.-
4.1.3. Resistencia zener.-
4.1.4. Regulador zener.-
4.1.4.1. Diodo ideal.-
4.1.4.2. Segunda aproximacion.-
4.1.5. Elregulador zener en carga.-
4.1.5.1. Funcionamiento en la zona de ruptura.-
4.1.5.2. Corriente serie.-
4.1.5.3. Corriente por la carga.-
4.1.5.4. Corriente zener.-
4.1.5.5. Rizado en la resistencia de carga.-
4.1.5.6. Coeficiente de temperatura.-
4.2. Diodo emisor de luz.-
4.2.1. Tension o corriente en un led.-
4.2.2. Display de siete segmentos.-
4.3. El optoacoplador.-
4.4. El diodo Schottky.-
4.5. El Varicap.-
4.6. Otros diodos.-
4.5.1 . Diodos de corriente constante.-
4.5.2. Diodos de recuperacién en escalén.-
4.5.3. Diodos invertidos.-
4.5.4, Diodos tunel.-
4.5.5. Varistores.-
4.5.6.- Diodos Laser
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TEMA V.- TRANSISTORES BIPOLARES.- 5. 1. El transistor bipolar de union.-
5.2. El transistor sin polarizacion.-
5.3. El transistor polarizado.-
5.4. Las corrientes en el transistor.-
5.5. Configuraciones del transistor.-
5.6. Configuracién en emisor comun.-
5.6.1. Curva caracteristica de entrada.-
5.6.2. Curva caracteristica de salida.-
5.6.3. Zonas de funcionamiento.-
5.6.4.Aproximaciones del transistor.-
5.6.4.1. El transistor ideal.-
5.6.4.2. Segunda aproximacion.-
5.6.4.3. Tercera aproximacion.-
5.6.6. Coeficiente alta par continua.-
5.6.7. Relacion entre alfa y beta.-
5.6.8. Efecto Early.-
5.6.9.-Corte y ruptura.-
5.6.10 Resistencia transversal de base.-
5.6.11. El modelo de Evers Moll.-
5.7. Conexién en base comdn.-
5.8. Hoja de caracteristicas.-
5.8. 1. Limitaciones en la zona de ruptura.-
5.8.2. Corriente y potencias maxima.-
5.8.3. Factor de ajuste.-
5.8.4. Disipadores de calor.-
5.8.5. Ganancia de corriente.-

TEMA VI.- FUNDAMENTO DE LOS TRANSISTORES.- 6.1.- Variacion de la ganancia de corriente.-
6.2.- Recta de carga.-
6.2.1.- Punto de saturacion.-
6.2.2.- Punto de corte.- 6.3.- El punto de trabajo.-
6.3.1.- Determinacion del punto ?Q?.-
6.3.2.- Fluctuacién del punto ?Q?.-
6.3.3.- Férmulas para calcular el punto ?Q?.-
6.4.- Métodos para reconocer la saturacion.-
6.4.1.- Método de reduccion al absurdo.-
6.4.2.- Método del célculo de las corrientes.-
6.4.3.- Saturacion fuerte.-
6.5.- Estudio de la recta de carga.-
6.5.1.- Interseccion con los ejes.-
6.5.2.- Valores exactos de Corte y Saturacion.-
6.5.3.- Excursion de la tensién.-
6.6.- Estudio del transistor en conmutacion.-
6.6.1.- Corriente de base.-
6.6.2.- Regla de disefio.-
6.7.- El transistor como fuente de corriente.-
6.7.1.- Corriente de emisor fija.-
6.7.2.- El concepto de ?Seguidor?.-
6.7.3.- Diferencias entre una fuente de corriente y una fuente de tension.
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TEMA VII.- POLARIZACION DE LOS TRANSISTORES.- 7.1.- Polarizacién.-
7.2.- Polarizacién por divisor de tension.-
7.2.1.- El divisor de tension.-
7.2.2.- Sistemas con una sola fuente de alimentacion.-
7.3.- Andlisis del circuito de polarizacién por divisor de tension.-
7.3.1.- Tension y corriente de emisor.-
7.3.2.- Tension de Colector y tensiéon de Colector-Emisor.-
7.3.3.- Divisor de tension constante.-
7.4.- Recta de carga y punto ?Q? para el circuito de polarizacion por divisor de
tension.-
7.5.- Polarizacion de emisor con dos fuentes de alimentacion.-
7.6.- Transistores PNP.-
7.6.1.- Fuente de alimentacién negativa.-
7.6.2.- Fuente de alimentacion positiva.-
7.7.- Otros tipos de polarizacion.-
7.7.1.- Polarizacion con realimentaciéon de emisor.-
7.7.2.- Polarizacion con realimentacion de colector.-
7.7.3.- Polarizacion con realimentacién de colector y emisor.-
7.7.4.- Polarizacion por divisor de tensiéon.-
7.8.- Deteccion de averias.
7.9.- Estudio de la polarizacion por divisor de tension por el método de Thevenin.-
7.9.1.- Corriente de emisor.-
7.9.2.- Divisor de tension constante.-

7.9.3.- Divisor de tensién practicamente constante.-
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TEMA VIIl.- MODELOS EQUIVALENTES PARA SENAL.- 8.1.- El condensador de acoplo.-
8.1.1.- Frecuencia de corte.-
8.1.2.- Limite de alta frecuencia.-
8.2.- Condensador de desacoplo.-
8.2.1.- Limite de alta frecuencia.-
8.2.2.- Masa para alterna.-
8.3.- Superposicion de amplificadores.-
8.3.1.- Circuitos equivalentes para continua y para sefial.-
8.3.1.1.- Andlisis para continua.-
8.3.1.2.- Andlisis para sefial.-
8.4.- Funcionamiento para pequefia sefial.-
8.4.1.- Situacion del punto instantaneo de trabajo.-
8.4.2.- Distorsion.- 8.4.3.- Forma de reducir la distorsion.-
8.5.- Resistencia para sefial del diodo emisor.-
8.6.- Ganancia para sefal.-
8.6.1.- Célculo de la resistencia de emisor para sefial.-
8.6.2.- Ganancia para C.C.-
8.6.3.- Ganancia de corriente para sefial.-
8.7.- Amplificador en emisor comun.-
8.8.- Modelo para sefial de un amplificador en E.C.-
8.8.1.- Impedancia de entrada de base.-
8.8.2.- Modelo en Te.-
8.8.3.- Modelo en Paralelo.-
8.8.4.- Impedancia de entrada de etapa.-
8.9.- Parametros para sefial en las hojas de caracteristicas.-
8.10.- Significado de los parametros ?H?.-
8.10.1.- Impedancia de entrada ?hie?.-
8.10.2.- Ganancia de corriente?hfe?.-
8.10.3.- Ganancia inversa de tension ?hre?.-
8.10.4.- Admitancia de salida ?hoe?.-

8.10.5.- Medicién de los parametro ?h?.
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TEMA IX.- AMPLIFICADORES DE TENSION.- 9.1.- descripcién general de un amplificador en E.C.-
9.1.1.- Funcionamiento basico.-
9.1.2.- Valores de continua.-
9.1.3.- Valores para sefial.-
9.1.4.- Dificultades del amplificador en E.C.-
9.2.- Ganancia de tension.-
9.2.1.- Célculo de la tension de entrada.-
9.2.2.- Célculo de la tension alterna en el colector.-
9.2.3.- Célculo de la ganancia de tension.-
9.3.- Reduccion de la ganancia de tensién.-
9.5.- Amplificador en E.C. con resistencia de emisor sin desacoplar.-
9.6.- Etapas en cascada.-
9.6.1.- Efecto de carga de la segunda etapa.-
9.6.2.- Andlisis de la primera etapa.-
9.6.3.- Andlisis de la segunda etapa.-
9.6.4.- Ganancia de tension total.-
9.7.- Deteccion de averias.-
9.8.- Impedancia de salida.-
9.9.- Método de Thevenin para etapas en cascada.-
9.10.- Férmulas con parametros ?h?.-
9.11.- El amplificador en base comun.-
TEMA X.- AMPLIFICADORES DE POTENCIA.- 10.1.- Recta de carga para sefial .-
10.1.1.- El punto ?Q?.-
10.1.2.- Resistencia para continua y resistencia para sefial.-
10.1.3.- Saturacion y corte para sefial.-
10.1.4.- Ecuaciones.-
10.2.- Limites para la excursion de sefial.-
10.2.1.- Recorte ICQ.re .-
10.2.2.- El punto ?Q? optimo.-
10.2.3.- Localizacion del punto ?Q? optimo.-
10.3.- Funcionamiento en clase ?A?.-
10.3.1.- Ganancia de potencia.-
10.3.2.- Potencia en la carga.-
10.3.3.- Consumo de corriente.-
10.3.4.- Rendimiento.-
10.4.- Limitacién de potencia para un transistor.-
10.4.1.- Temperatura ambiente.-
10.4.2.- Temperatura del encapsulado.-
10.5.- Saturacion y corte para sefial.-
10.6.- Excursion de la sefial de salida.-
10.6.1.- Maxima excursioén de la sefial de salida.-
10.7.- Anélisis del funcionamiento en clase ?A?.-
10.7.1.- Ganancia de tension.-
10.7.2.- Ganancia de corriente.-
10.7.3.- Ganancia de potencia.-
10.7.4.- Potencia en la carga.-
10.7.5.- M&xima potencia de sefial en la carga.-
10.7.6.- Disipacién de potencia en el transistor.-
10.8.- Resistencia térmica.-
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TEMA XI.- EL SEGUIDOR DE EMISOR.- 11.1.- El amplificador en colector comun:.-
11.1.1.- Realimentacién negativa.-
11.1.2.- Bloqueo de la tensién continua de salida.-
11.1.3.- Tension alterna en el colector .-
11.2.- Modelo para sefial de un amplificador en C.C.-
11.2.1.- Impedancia de entrada de base.-
11.2.2.- Otro circuito equivalente para sefial.-
11.3.- Ganancia de tension.-
11.3.1.- Célculo de la tensién alterna en el emisor.-
11.3.2.- Otro método para el célculo de la tension alterna de emisor.-
11.3.3.- célculo de la ganancia de tension.-
11.3.4.- Caracteristicas importantes del seguidor de emisor.-
11.4.- Maxima excursion de sefial.-
11.4.1.- Limites.-
11.4.2.- Recorte ICQ.re .-
11.4.3.- Punto ?Q? optimo.-
11.4.4.- Localizacién del punto ?Q? optimo.-
11.5.- Conexién en cascada de EC y CC.-
11.6.- El transistor Darlington.-
11.7.- Funcionamiento en clase ?B?.-
11.7.1.- Circuito en contra fase.-
11.7.2.- Recta de carga para continua.-
11.7.3.- Recta de carga para sefial.-
11.7.4.- Funcionamiento global del circuito.-
11.7.5.- Efecto Crossover.-
11.8.- Férmulas de potencia en clase ?B?.-
11.8.1.- Potencia en la carga.-
11.8.2.- Disipacion de potencia en el transistor.-
11.8.3.-.- Consumo de corriente.-
11.9.- Rendimiento de la etapa.-
11.10.- Polarizacion de amplificadores en clase ?B?.-
11.10.1. Polarizacién por medio de un divisor de tension.-
11.10.2.- Polarizacién con diodos.-
11.12.- Excitacién para un amplificador en clase ?B?.-
11.12.1.- Anélisis del amplificador completo.-
11.12.2.- Impedancias de salida.-

11.12.3.- Regulacion de tension.-
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TEMA XIl.- TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO.-

12.1.- El JFET.-

12.2.- Polarizacion del JFET.-

12.2.1.- Corriente de puerta.-

12.2.2.- Efecto de campo.-

12.3.- Simbolo del JFET.-

12.4.- Caracteristicas de salida.-

12.4.1.- Corriente de drenador maxima.-
12.4.2.- Corte y estrangulamiento de puerta.-
12.4.3.- Zona 6hmica.- 12.5.- Caracteristica de transferencia.-
12.6.- Aproximaciones del JFET.-

12.6.1.- El JFET ideal.-

12.6.2.- Estrangulamiento proporcional.-
12.6.3.- Andlisis de circuitos con JFET .-
12..6.3.1.- Método de reduccion al absurdo.-
12..6.3.2.- Método del calculo de la tension de estrangulamiento proporcional.-
12.7.- EIl MOSFET de empobrecimiento.-
12.7.1.- Curvas caracteristicas y ecuaciones.-
12.7.2.- Simbolo eléctrico.-

12.8.- EI MOSFET de enriquecimiento.-
12.8.1.- Curvas caracteristicas y ecuaciones.-
12.8.2.- Simbolo electrico.-

12.8.3.- Maxima tensién de puerta-fuente.-
12.8.4.- Circuitos equivalentes.-

12.9.- Detalles de las hojas de caracteristicas.-
12.10.- Saturacion en los JFET .-

12.10.1.- Deduccion matematica.-
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TEMA XIII.-CIRCUITOS CON FET .- 13.1.- EI JFET autopolarizado.-
13.2.- Solucién gréfica para la autopolarizacion.-
13.2.1.- Trazado de la recta de autopolarizacion.-
13.2.2.- Determinacion de la resistencia de fuente.-
13.3.- Curva universal del JFET .-
13.4.- Transconductancia.-
13.4.1.- Modelo ideal del JFET para sefial .-
13.4.2.- Transconductancia y tension puerta-fuente de corte.-
13.4.3.- Transconductancia de un transistor bipolar.-
13.5.- Amplificador con JFET .-
13.5.1.- Ganancia de tension.-
13.5.2.- Relaciones entre amplificadores con JFET y amplificadores con transistores
bipolares.-
13.6.- El interruptor analdgico con JFET .-
13.7.- Amplificadores con MOSFET de enriquecimiento.-
13.8.- Inversores
13.8.1.- Inversor con carga positiva.-
13.8.2.- Inversor con carga activa.-
13.8.3.- Inversor CMOS.-
13.8.4.- Transistores VMOS.-
13.9.- Otros circuitos de polarizacién para JFET .-
13.9.1.- Polarizacion con divisor de tension.-
13.9.2.- Polarizacion fuerte.-
13.9.3.- polarizacién con fuente de corriente.-
13.10.- Impedancia de salida del seguidor de emisor.-
13.11.- Otras aplicaciones del JFET.-
13.11.1.- Multiplexado.-
13.11.2.- Muestreadores JFET.-
13.11.3.- Amplificador de aislamiento.-
13.11.4.- Amplificador de bajo ruido.-
13.11.5.- Resistencia controlada por tension.-
13.11.6.- Control automatico de ganancia.-
13.11.7.- Amplificador cascodo.-
13.11.8.- Limitacion de corriente.-
13.11.9.- Amplificador de muestreo y retencion.-
13.11.10.- MOSFET de enriguecimiento de potencia.-
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TEMA XIV.- TIRISTORES.- 14.1.- El diodo de cuatro capas.-
14.1.1.- Realimentacién positiva.-
14.1.2.- Cierre de Latch.-
14.1.3.- Apertura de Latch.-
14.1.4.- Diodo SHOCKLEY .-
14.1.5.- Funcién de transferencia.-
14.2.- El rectificador controlado de silicio.-
14.2.1.- Puerta de disparo.-
14.2.2.- Tension de bloqueo.-
14.2.3.- Corrientes elevadas.-
14.2.4.- Velocidad de crecimiento de la tension critica.-
14.2.5.- Corriente y tensién de disparo.-
14.2.6.- EI SCR como interruptor.-
14.3.- Variantes del SCR.-
14.3.1.- Foto SCR.-
14.3.2.- Interruptor controlado por puerta.-
14.3.3.- Interruptor controlado de silicio.-
14.4.- Tiristores bidireccionales.-
14.4.1.- EI DIAC.-
14.4.2.- EI TRIAC.-
14.5.- El transistor UNIUNION.-
14.5.1.- Relacion intrinseca.-
14.5.2.- Funcionamiento del UJT..-
14.5.3.- Circuito equivalente con latch.-
14.6.- Més aplicaciones de los tiristores.-
14.6.1.- Detector de sobretension.-
14.6.2.- Generador de diente de sierra.-
14.6.3.- El SCR como circuito de proteccion.-
14.6.4.- El oscilador de relajacion UJT.-
14.6.5.- Control optoacoplador.-
14.6.6.- SCR disparado por un DIAC.-
14.6.7.- SCR disparado por un UJT.-
14.6.8.- Control de onda completa.-

14.6.9.- SCR controlado por un microprocesador.-
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TEMA XV.- TEORIA DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL.- |17.1.- Introduccion a los circuitos integrados.-
17.1.1.- Tipos de circuitos integrados.-
17.1.2.- Niveles de integracion.-
17.2.- El amplificador diferencial.-
17.2.1.- Comportamiento en continua .-
17.2.2.- Corrientes Yy tensiones de polarizacioén.-
17.3.- Comportamiento con sefial de un amplificador diferencial.-
17.3.1.- Ganancias de tensién en modo comun y en modo diferencial.-
17.3.2.- Factor de rechazo en modo comun.-
17.3.3.- Impedancias de entrada y de salida.-
17.3.4.- Corriente y tensién de offset de entrada.-
17.3.5.- Tension de offset de salida.-
17.4.- El espejo de corriente.-
17.4.1.- El amplificador diferencial con espejo de corriente.-
17.5.- El amplificador operacional.- 17.5.1.- Caracteristicas.-
17.5.1.- Ganancia de tension.-
17.5.2.- Impedancias de entrada y de salida.-
17.5.3.- Ancho de banda.-
17.5.4.- Tensiones y corrientes de offset de entrada.-
17.5.5.- Tension de offset de salida.-
17.5.6.- Slew-rate.-
17.6.- El amplificador operacional con realimentacién positiva.-
17.6.1.- Saturacion.-
17.7.- El amplificador operacional con realimentacién negativa.-
17.7.1.- Masa virtual.-
17.7.2.- Tension de error y estabilizacion de la ganancia de tension.-
17.7.3.- Analisis matematico de amplificador operacional ideal
17.8.- Ganancias de tension en lazo abierto y en lazo cerrado.-
17.8.1.- Impedancias de entrada y salida y ancho de banda en lazo abierto y en lazo
cerrado.-
17.8.2.- Producto ganancia por ancho de banda.-
17.9.- Ventajas e inconvenientes de la realimentacion negativa
TEMA XVI.- ANALISIS DE CIRCUITOS LINEALES CON 18.1.- Amplificador no inversor de tension.-
AMPLIFICADORES OPERACIONALES 18.1.1.- El seguidor de tension.-
18.2.- Amplificador inversor de tension.-
18.3.- Amplificador inversor/no inversor de tension con ganancia variable.-
18.4.- Amplificador sumador.-
18.5.- Amplificador restador.-
18.5.1.-Amplificador sumador-restador.-
18.6.- Conversor de tension a corriente.-
18.7.- Amplificadores diferencial y de instrumentacioén.-
18.8.- Giradores.-

18.9.- Filtros activos paso alto y paso bajo.-
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TEMA XVII.- ANALISIS DE CIRCUITOS NO LINEALES CON | 19.1.- Rectificadores de precision de media y doble onda.-
AMPLIFICADORES OPERACIONALES. 19.2.- Detectores de pico activo.-
19.3.- Limitadores activos.-
19.4.- Fijadores de tension.-
19.5.- Circuitos comparadores.-
19.5.1.- Basculas de Schmitt.-
19.6.- Circuitos integradores.-
19.6.1.- Transformadores de forma de onda.-
19.7.- Circuitos diferenciadores.-
19.8.- Osciladores de relajacion.-
TEMA XVIII.- CIRCUITOS CON SEMICONDUCTORES DE 18.1.- Conmutadores de potencia.-
POTENCIA. CONMUTADORES ESTATICOS. CONTROL DE | 18.2.- Rectificacién e inversion controlada.-
LINEAS DE C.A.- 18.3.- Conversores directos de frecuencia C.A.-
18.4.- Control de linea C.C.-
18.5.- Conversores de frecuencia por enlace C.C.-
18.6.- Contactores para C.A.-
18.7.- Contactores para C.C.-
18.8.- Circuitos de control y proteccion.-
18.9.- Control de lineas.-
18.10.- control de fase.-
18.10.1.- Circuitos monofasicos.-
18.10.2.- Circuitos trifasicos.-
18.11.- Regulacion chopper para C.A.-
10.12.- Regulacion integral de semiciclo.-
10.13.- Conmutador sincrono de semiciclo.-
10.14.- Conmutador sincrono de derivacion.-
TEMA XIX.- RECTIFICACION E INVERSION CONTROLADA | 19.1.- Conversores bidireccionales.-
POR FASE. CONVERSORES DIRECTOS. CONMUTACION | 19.2.- Conversores unidireccionales.-
FORZADA.- 19.3.- Corriente de carga discontinua.-
19.4.- Efecto de la reactancia de la fuente.-
19.5.- Factores de funcionamiento.-
19.6.- Circuitos de control.-
19.7.- Circuitos multiplicadores de tension.-
19.8.- Conversores directos de frecuencia de C.A.-
19.9.- Principio de los cicloconvertidores.-
19.9.1.- Circuitos cicloconvertidores.-
19.9.2.- Cicloconvertidores de envolvente.-
19.9.3.- Cicloconvertidores controlados por fase.-
19.9.4.- El ciclo inversor.-

19.9.5.- Circuitos de control de cicloconvertidores.-
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TEMA XX.- CONMUTACION FORZADA. CONVERSORES
C.C. CAMBIADORES DE FRECUENCIA.-

20.1.- Conmutacion forzada.-

20.2.- Clasificacion.- 20.2.1.- Conmutacién por condensador en paralelo.-
20.2.2.- Conmutacioén por condensador-inductor en paralelo.-
20.2.3.- Conmutacién por condensador en serie.-

20.2.4.- conmutacién por acoplo de pulso.-

20.2.- Circuitos conversores de C.C.-C.C.-

20.2.1.- Circuitos chopper.-

20.2.2.- Métodos de conmutacion.-

20.2.3.- Circuitos avanzados de conmutacion.-

20.3.- Control de la tensién de salida.-

20.4.- Disefio de circuitos chopper.-

20.5.- El chopper elevador.-

20.6.- Circuitos de control de chopper.-

TEMA XXI.- CAMBIADORES DE FRECUENCIA POR
ENLACE C.C.-

21.1.- Circuitos inversores.-

21.1.1.- Configuraciones de inversores.-
21.1.2.- Inversores de transistores.-

21.1.3.- circuitos de conmutacién con tiristores.-
21.2.- Control de la tension de salida.-

21.2.1.- Conmutacion unidireccional.-

21.2.2.- Conmutacién bidireccional.-

21.2.3.- Sintesis de formas de ondas.-

21.3.- Disefio de circuitos inversores.-

21.3.1.- Circuitos inversores sin conmutacion.-
21.3.2.- Efectos de la conmutacion en el disefio de inversores.-
21.4.- El inversor alimentado por corriente.-
21.5.- Circuitos de control de inversores.-

TEMA XXII.- FUENTES DE ALIMENTACION. CONTROL DE
MAQUINAS ELECTRICAS.-

22.1.- Fuentes de alimentacion.-

22.1.1.- Fuentes de alimentacién ininterrumpibles.-

21.1.2.- Alimentacion de velocidad variable y frecuencia constante.-
22.1.3.- Transmision de alta tension C.C. (HVDC).-

22.2.- Control de maquinas eléctricas.-

22.2.1.- Elementos de las maquinas eléctricas.-

22.2.2.- Motores de C.C.-

22.2.3.- Motores de C.C. con colector electronico.-

22.2.4.- Motores de C.A.-

22.2.5.- Generadores de C.A.-

22.3.- Control de calefaccién e iluminacion.-

Planificacion

Metodoloxias / probas

presenciais /

traballo auténomo

Horas presenciais Horas non Horas totais

Proba obxectiva

0 187

187

Atencion personalizada

0.5 0

0.5

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxias

Metodoloxias

Descricion

Proba obxectiva Montaje y analisis de uno o varios circuitos relacionados con uno de los temas.
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Atencion personalizada

Metodoloxias Descricion
Tutorias personalizadas y Tutorias en grupo
Avaliacién
Metodoloxias Descricion Cualificacion
Proba obxectiva Resolucién de cuestiones tedricas y problemas 100

QOutros

Observaciéns avaliacion

Fontes de informacion

Bibliografia basica

Bibliografia complementaria

Recomendaciéns

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contindan o temario

Observacions

Se recominda haber estudiado antes Teoria de Circuitos de primer curso.

(*)A Guia docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento € publico e non se pode modificar,

salvo casos excepcionais baixo arevision do érgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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